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[緒言] 

N2と C6H6、CH3CNなどの有機化合物を原料としたマイクロ波(MW)プラズマ CVD により高い

窒素含有率([N]/([C]+[N])≦0.5)を持つ水素化されたアモルファス窒化炭素( a-CNx:H )薄膜が生

成できることが報告されている。これらの薄膜を生成するには原料となる有機化合物の分圧を

非常に小さくしなければならないが、そのような条件で成膜を行うと堆積速度が低くなるとい

う問題がある。そこで、放電分解でアモルファス炭素を生成する場合に堆積速度が高いことが

知られている C6H14を原料として成膜を行うことで小さい分圧で高い成膜速度が得られるので

はないか考えた。本研究では N2に微量の C6H14を混合してMWプラズマ CVD を用いた成膜を

行い、C6H14を原料とした場合でも CH3CN を原料とした時と同じように高い窒素含有率を持つ

かどうかを確認した。 

[実験方法] 

MWプラズマ CVD装置の概略図を Fig.1に示す。装置内を十分に排気して、装置内の真空度が

3 mTorr以下になったことを確認した後、原料を P2O5に通して 10 mTorrの圧力で装置内に導入

し、更にそこへ P2O5に通した N2ガスを導入することで装置内の圧力が 0.2 Torrになるようにし

た。導入後、マイクロ波放電を 2時間行い Si基板上に成膜した。放電部は Si基板より約 6 cm

下流になるようにし、放電管の先端から Si基板までの距離を約 1 cmとなるように設置した。作

製した膜は赤外(IR)吸収分光分析と X線電子分光法(XPS)を行い、構造解析と組成分析を行った。 

[結果] 

XPS の結果を Table 1に、IR 吸収分光分析の結果を Fig. 2に示す。Table 1から C6H14を原料に

しても高い窒素含有率を有する膜を作ることができ、CH3CNと C6H14で窒素含有率が大きく違

うことは無かった。Fig. 2 より CH3CN を原料とした場合は C-N結合のピークが出ているのに対

して C6H14の場合は出ていなかった。しかし、C6H14を原料とした薄膜では窒素含有率は高くな

っていたためこの薄膜にはC=NもしくはC≡Nの結合が多く含まれている可能性が考えられる。 

 

原料 C N O [N]/([C+N]) 

C6H14 48 42 10 0.47 

CH3CN 52 39 9 0.43 

Figure 2 IR スペクトル 

Table 1 C6H14および CH3CN を原料とした薄膜の組成比 

Figure 1 MWプラズマ CVD 装置概略図 

CH3CN 

C6H14 

10 mTorr 

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

19a-PB1-5

06-059


